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１．概要（Summary） 

タンパク質は体の中で重要な役割をはたしている．

このタンパク質の異常な構造変化によってアルツハ

イマーやパーキンソン病などの疾患が発症すること

が分かっている．また拡散係数は測定する粒子系

によって変化することがわかっている．この事により，

たんぱく質の拡散係数を計測することにより異常な

構造変化を検知する事が出来る．しかしこれまでに

開発されている拡散係数測定装置は大型であり，

測定試料に対して前処理が必要であるものもある．

疾患の検知は日常的に行なえるようにする事で早

期発見・治療につながるが，これまでの装置では日

常的に持ち運び，簡易に測定することが困難である．

そこで私は小形拡散係数測定センサの開発を行な

っている．特に小型化の観点で MEMS 技術を用い

て，センサに必要なデバイスを作製している．今回そ

のデバイス作製のために必要なプロセスとして，キャ

ビティ加工された酸化膜付きの Si ウェハと SOI ウェ

ハのボンディングが必要であり，そのウェハボンディ

ングを行ったので，その結果を報告する．  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 Suss ウェハ接合装置 

【実験方法】 まず接合する 2 枚のウェハ (キャビティ加工

済みの酸化膜付きの Siウェハ・SOIウェハ) を用意する．

まず接合面をプラズマ処理し，その後水洗・乾燥させる．

このようなプロセスを経ることで，表面活性化し，接合強度

が上昇する．続いて大気中でウェハ同士を貼り付け，接

合装置のチャンバ内にウェハを挿入する．その後チャン

バ内を真空引き (5.0 × 10-5 kPa)を行い，加熱 (450℃) ，

加圧 (589 MPa) しウェハボンディングを行った． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 接合後のウェハの画像を Fig. 1に示す．このように 2枚

のウェハははがれることなく，接合されていることが確認で

きた．続いてウェハボンディングを行った際に，接合界面

にてボイドと呼ばれる微小な空洞が発生することがある．

今後のプロセスに影響するほどの大きなボイドがないかを

確認するために，超音波顕微鏡を用いてウェハの接合界

面の状態の観察を行った．その結果を Fig. 2 に示す．こ

のようにまばらにボイドが存在することが分かった．しかし

ウェハの面積の大半を占めるような大きなボイドは存在し

ておらず，ウェハがはがれたり，表面が浮いているなどの

現象もみられないので，ボンディングができたといえる． 

 

Fig. 1 Wafer after bonding. 

 

Fig. 2 Observation result by ultrasonic microscope. 
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